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緒言 近年，中性子を用いたイメージング，非破壊検査，炉内モニタリング技術の需要が高まってい

る．我々は，中性子検出器として中性子捕獲断面積の大きい B 原子に注目し，BGaN を用いた新規半導

体中性子検出器を提案し，開発を行っている[1]．BGaN は，BN と GaN の混晶であり，広いバンドギャ

ップを持つことから，耐熱性に優れ，過酷環境下での放射線センサとしての利用が期待できる．しかし

ながら，高温環境下での検出特性評価がなされていない．そこで本研究では，BGaN の母体材料である

pin 型 GaN ダイオード検出器の放射線検出特性の温度依存性の評価を行った． 

実験方法 本研究では，有機金属気相エピタキシー (MOVPE) 法を用いて作製した pin 型 GaN ダイオ

ード検出器の放射線検出特性の温度依存性を評価した．放射線検出測定には 241Am の線源を用いて測

定した．線源と pin-GaN 検出器の距離は 2.1 cm (空気減衰で約 2.3 MeV 相当) に固定し，ヒーターを

用いて pin-GaN 検出器を 323 K から 573 K まで 50 K ごと，そ

れぞれ 90分のエネルギースペクトル測定を行った． 

結果と考察 図 1に，線のエネルギースペクトルの温度依存

性を示す．241Am のピークは，温度の上昇につれて，低エネル

ギーチャネル側にシフトした．この結果は，p-GaN 層のイオン

化率が上昇することによって，空乏層幅が縮小したこと，ある

いは格子散乱によって移動度が減少したことによるキャリア

移動特性の劣化が原因であると考えられる．また，温度上昇に

よってノイズの増加が確認された． 

図 2 に線のエネルギースペクトルから得た FWHM を示す. 

温度上昇によって FWHM の向上が確認された．この結果は，

p-GaN 層のイオン化率の上昇によって内蔵電位が高くなった

ことから，pin-GaN の有効電界が大きくなりキャリアの取り出

し効率が向上したことを示唆している． 

これらの結果より pin-GaN 半導体検出器は，高温環境下でも動

作可能な検出器であることが確認できた． 

参考文献 [1] K. Atsumi, et al., APL Mater. 2032106 (2014) 

謝辞 本研究の一部は科研費補助金(16H03899)の援助により実施された． 

Fig. 1. Energy spectra of 241Am  

-particles at each temperature 

condition 

 

Fig. 2. Temperature-dependence of 

peak position and FWHM  
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